BZ102/...

. Silizium-Diffusions-Stabilisator-Dioden
Silicon diffusion voltage stabillsing diodes

Anwendungen: Spannungsstabilisierung und Spannungsbegrenzung

Applications: Voltage stabilisation and voltage regulation

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 226 20,55
CATHODE
. Normgehause
i} i Case
B 51 A2 DIN 41880
26 72 26 JEDEC DO 7
s Gewicht - Weight
max. 0,3
Absolute Grenzdaten 9
Absolute maximum ratings
DurchlaBstrom BZ 102/0V7 I 250
Forward current BZ 102/1V 4 Ig 130
BZ 102/2V1 Ig 80
BZ 102/2v8 Ie 60
BZ 102/3V 4 I 50
Verlustleistung
Power dissipation
I'=4mm, 1 <45°C Py 250 mw
Sperrschichttemperatur t’- 150 °c
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —55..+150 °C
Storage temperature range
Wiérmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
I'=4mm, 1| = konstant Ripia 400 KW

constant
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BZ102/...

KenngroBen
Characteristics

t = 25°C
DurchlaBspannung

Forward voltage
Ig = 5mA

BZ 102/0V7

BZ 102/1V 4
BZ 102/2V1
BZ 102/2V 8
BZ 102/3V 4

Temperaturkoeffizient von U
Temperature coefficient of Ug

IF=5mA

Sperrstrom
Reverse current
UR =5V

Differentieller DurchlaBwiderstand
Differential forward resistance

Ig = 5mA BZ 102/0V7
BZ 102/1V 4
BZ 102/2V 1
BZ 102/2V 8
BZ 102/3V 4
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Min. Typ. Max.
Up 065 0,75 v
Ur 13 15 v
UF 19 2,3 \'
Ur 26 30 v
Ur 32 37 v
-TKyr 23 26-1074/K
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BZ102/...
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BZT 03/C..

Silizium-Z-Dioden

Anwendungen: Zur Stabilisierung von Verbraucherspannungen mittlerer Leistung und
als Suppressor-Dioden zur Uberspannungsspitzenbegrenzng mittlerer Leistung
Besondere Merkmale:
® Hermetische Glaspassivierung

Abmessungen in mm

Kathode. 233 20,85

AN

1t s

Sinterglasgehause
l— 26 48 26— Gewicht max. 0,5 g

1102

Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten

Verlustleistung

I=10mm, T =25°C P, 3,25 w
Tomp=25°C P, 1,3 w
Periodische Spitzenverlustleistung Poem 10 w
StoBverlustleistung
t, =100 ps, T=25°C Pom 600 w
Sperrschichttemperatur T, 175 °C
Lagerungstemperaturbereich TStg -65....+175 °C
Wiarmewiderstand Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung Fig. 1 Riua 100 K/W
TL = konstant, /=10 mm Fig. 1,2 RthJA 46 K/W
KenngréBen
T,=25°C
DurchlaBspannung
I.=05A Ue 1,2 \

(Fortsetzung siehe Seite 130)

71.2/235.0583 D2
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BZT 03/C..

Betrieb als Z-Diode, T,=25°C

Typ u,, L und TK,, bei |/, Iy bei Ug
BZT 03/C.. v *© Q %/K mA pA v
Min. Typ. | Max. Typ. | Max. Min. Max. Max.
9v1 8,5 9,1 9.6 2 4 0,03 0,08 50 10 6,8
10 9,4 10,0 | 106 2 4 005 | 0,09 50 5 7.5
1 10,4 11,0 | 116 4 7 005 | 0,10 50 4 8,2
12 11,4 12,0 | 12,7 4 7 0,05 0,10 50 3 9,1
13 12,4 13,0 | 14,1 5 10 0,05 0,10 50 2 10
15 13,8 150 | 15,6 5 10 0,05 0,10 50 1 11
16 15,3 16,0 | 17,1 6 15 0,06 0,11 25 1 12
18 16,8 18,0 | 191 6 15 0,06 0,11 25 1 13
20 18,8 20,0 | 21,2 6 15 | 0,06 0,11 25 1 15
22 20,8 22,0 | 233 6 15 | 0,06 0,11 25 1 16
24 228 | 24,0 | 256 7 15 0,06 | 0,11 25 1 18
27 25,1 270 | 289 7 15 0,06 | 0,11 25 1 20
30 28 30 32 8 15 0,06 | 0,11 25 1 22
33 31 33 35 8 15 0,06 0,11 25 1 24
36 34 36 38 21 40 0,06 0,11 10 1 27
39 37 39 41 21 40 0,06 0,11 10 1 30
43 40 43 46 24 45 0,07 0,12 10 1 33
47 44 47 50 24 45 0,07 0,12 10 1 36
51 48 51 54 ‘25 60 | 007 0,12 10 1 39
56 52 56 60 25 60 | 0,07 0,12 10 1 43
62 58 62 66 25 80 0,08 0,13 10 1 47
68 64 68 72 25 80 008 | 0,13 10 1 51
75 70 75 79 30 | 100 | 0,08 | 0,13 10 1 56
82 77 82 87 30 | 100 0,08 0,13 10 1 62
9 85 91 96 60 | 200 0,09 0,13 5 1 68
100 94 100 {106 60 | 200 0,09 0,13 5 1 75
110 104 110 | 116 80 | 250 0,09 0,13 5 1 82
120 114 120|127 80 | 250 0,09 0,13 5 1 91
130 124 130|141 110 | 300 | 0,09 | 0,13 5 1 100
150 138 150 | 156 130 | 300 | 0,09 0,13 5 1 110
160 153 160 |171 150 | 350 | 0,09 0,13 5 1 120
180 168 180 | 191 180 | 400 009 | 0,13 5 1 130
200 188 200 |212 200 | 500 009 | 013 5 1 150
220 208 220 | 233 350 | 750 | 0,09 | 0,13 2 1 160
240 228 240 | 256 400 | 850 | 009 | 0,13 2 1 180
270 251 270 | 289 450 | 1000 009 | 0,13 2 1 1200

130




BZT 03/C..

Betrieb als Suppressordiode, Tj =25°C

Typ Begrenzung Ruhe
. Ugr” bei lhsu Iy bei U
BZT 03/C.. Vv A pA \
Max. Max.
9v1 11,5 10 50 7,5
10 12,7 10 10 8,2
11 14,1 10 5 9.1
12 15,5 10 5 10
13 16,9 10 5 11
15 19,6 10 5 12
16 211 10 5 13
18 24 10 5 15
20 24 5 5 16
22 27 5 5 18
24 30 5 5 20
27 34 5 5 22
30 38 5 5 24
33 43 5 5 27
36 48 5 5 30
39 47 2 5 33
43 53 2 5 36
47 59 2 5 39
51 64 2 5 43
56 72 2 5 47
62 80 2 5 51 .
68 89 2 5 56
75 97 2 5 62
82 108 2 5 68
91 121 2 5 75
100 120 1 5 82
110 135 1 5 91
120 150 1 5 100
130 165 1 5 110
150 194 1 5 120
160 209 1 5 130
180 240 1 5 150
200 240 0,5 5 160
220 271 0,5 5 180
240 300 0,5 5 200
270 343 0,5 5 220

R Ruhe-Sperrspannung = Speisespannung des zu schitzenden Gerates
% expotentiell abklingende Impulse mit t, = 500 ps fur Abfall auf 37%
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Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstarke: 1,5 mm
nthJAS 100 K/W
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BZT 03/D..

Silizium-Z-Dioden

Anwendungen: Zur Stabilisierung von Verb@ucherspannungen mittlerer Leistung und
als Suppressor-Dioden zur Uberspannungsspitzenbegrenzng mittlerer Leistung

Besondere Merkmale:
® Hermetische Glaspassivierung

Abmessungen in mm

Kathode. £33 2G85

AL

s 1

h— 26 48 zs——J

1102

Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten

Verlustleistung Fig. 1,2
I=10mm, T =25°C
Tomp=25°C

Periodische Spitzenverlustleistung

StoBveriustleistung
t, =100 ps, T=25°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Fig. 1
T =konstant,/=10mm Fig. 1,2
KenngréBen
Ti =25°C

DurchlaBspannung
lr=05A

(Fortsetzung siehe Seite 134)

T1.2/289.0983 D2

<~U <

ZRM

PZSM

Sinterglasgehiuse
Gewicht max. 0,5 g

3,25
1,3
10 w
600 W
175 °C
-65....+175 °C
Typ. Max.
100 K/W
46 K/W
1,2 \
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BZT 03/D..

Betrieb als Z-Diode, 7; =25°C

Typ U,, ri und 1Ky, bei I I, Dbei Ug
+ 10%-~
BZT 03/D.. \ Q %/K mA pA \Y
Typ. Typ. Max. Min. Max. Max.

V1 9,1 2 4 0,03 0,08 50 10 6,5
10 10,0 2 4 0,05 0,09 50 5 71
11 11,0 4 7 0,05 0,10 50 4 79
12 12,0 4 7 0,05 0,10 50 3 8,6
13 13,0 5 10 0,05 0,10 50 2 9,3
15 15,0 5 10 0,05 0,10 50 1 10,6
16 16,0 6 15 0,06 0,11 25 1 11,6
18 18,0 6 15 0,06 0,11 25 1 12,6
20 20,0 6 15 0,06 0,11 25 1 14,4
22 22,0 6 15 0,06 0,11 25 1 15,8
24 24,0 7 15 0,06 0,11 25 1 17,2
27 27,0 7 15 0,06 0,11 25 1 19,4
30 30 8 15 0,06 0,11 25 1 21,5
33 33 8 15 0,06 0,11 25 1 23,5
36 36 21 40 0,06 0,11 10 1 25,8
39 39 21 40 0,06 0,11 10 1 28
43 43 24 45 0,07 0,12 10 1 31
47 47 24 45 0,07 0,12 10 1 33,5
51 51 25 60 0,07 0,12 10 1 36,5
56 56 25 60 0,07 0,12 10 1 40
62 62 25 80 0,08 0,13 10 1 445
68 68 25 80 0,08 0,13 10 1 49
75 75 30 100 0,08 0,13 10 1 54
82 82 30 100 0,08 0,13 10 1 59
91 91 60 200 0,09 0,13 5 1 65

100 100 60 200 0,09 0,13 5 1 71

110 110 80 250 0,09 0,13 5 1 79

120 120 ° 80 250 0,09 0,13 5 1 86

130 130 110 300 0,09 0,13 5 1 93

150 150 130 300 0,09 0,13 5 1 106

160 160 150 350 0,09 0,13 5 1 116

180 180 180 400 0,09 0,13 5 1 126

200 200 200 500 0,09 0,13 5 1 144

220 220 350 750 0,09 0,13 2 1 158

240 240 400 850 0,09 0,13 2 1 172

270 270 450 1000 0,09 0,13 2 1 194
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BZT 03/D..

Betrieb als Suppressordiode, T] =25°C

Typ Begrenzung Ruhe
Ugr? bei . Iy bei U
BZT 03/D.. ) v A A v
Max. Max.
9V1 12 10 50 7.1
10 13 10 10 7.9
1 14,5 10 5 8,6
12 16 10 5 9,3
13 17 10 5 10,6
15 20,5 10 5 116
16 21,5 10 5 12,6
18 25 10 5 14,4
20 25 5 5 15,8
22 28 5 5 17,2
24 31 5 5 19,4
27 35 5 5 215
30 39 5 5 235
33 445 5 5 258
36 495 5 5 28
39 49 2 5 31
43 54,5 2 5 335
47 61 2 5 36,5
51 66 2 5 40
56 74 2 5 445
62 82 2 5 49 .
68 92 2 5 54
75 100 2 5 59
82 111 2 5 65
91 125 2 5 71
100 124 1 5 79
110 140 1 5 86
120 155 1 5 93
130 167 1 5 106
150 203 1 5 116
160 214 1 5 126
180 247 1 5 144
200 248 05 5 158
220 280 0,5 5 172
240 308 0,5 5 194
270 351 0,5 5 215

" Ruhe-Sperrspannung = Speisespannung des zu schitzenden Gerites
2 expotentiell abklingende Impulse mit t,= 500 ps fur Abfall auf 37%
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BZT 03/D..
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BZW 03/C..

Silizium-Z-Dioden

Anwendungen: Zur Stabilisierung von Verbraucherspannungen und
als Su‘ppressor-Dioden zur Uberspannungsspitzenbegrenzng
Besondere Merkmale:
@ Hermetische Glaspassivierung

Abmessungen in mm

Kathode 64,5 2135
N N Sinterglasgeh&use
" — SOD 64
26 48 26— = Gewicht max. 1,0 g

1108

Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten
Verlustleistung Fig. 1,2
/=10 mm, T =25°C P, 6,0
Tomp=45°C P, 1,85
Periodische Spitzenverlustieistung Pm 20 w
StoBverlustleistung ‘
t,= 100 ps, T= 25°C Pom 1000 w
Sperrschicht-Umgebung TJ 175 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65...+175 °C
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung Fig. 1 Riyua 70 K/W
T, =konstant, /=25 mm Fig. 1,2 Riua 30 K/W
KenngroBen
T= 25°C
DurchlaBspannung
=1A Ue 1,2 Vv

(Fortsetzung siehe Seite 138)

T1.2/835.1084 D1
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BZW 03/C..

Betrieb als Z-Diode, Tl =25°C

Typ U,, r und TK,; bei 1, o bei U
BZW 03/C.. vV o~ Q %/K mA pA Vv
Min. Typ. Max. Typ. Max. Min. Max. Max.
7V5 7,0 75 7,9 0,7 1,5 0 0,07 175 | 1500 5,6
8Vv2 7,7 8,2 8,7 0,8 1,5 0,03 0,08 150 | 1200 6,2
V1 8,5 9,1 9,6 0,9 2,0 0,03 0,08 150 40 6,8
10 9,4 10,0 10,6 1,0 2,0 0,05 0,09 125 20 7,5
11 10,4 11,0 11,6 1,1 2,5 0,05 0,10 125 15 8,2
12 11,4 12,0 12,7 1,1 2,5 0,05 0,10 100 10 9,1
13 12,4 13,0 141 1,2 2,5 0,05 0,10 100 4 10
15 13,8 15,0 15,6 1,2 2,5 0,05 0,10 75 2 11
16 15,3 16,0 17,1 1,3 2,5 0,06 0,11 75 2 12
18 16,8 18,0 19,1 1,3 2,5 0,06 0,11 65 2 13
20 18,8 | 20,0 21,2 1,5 3,0 0,06 0,11 65 2 15
22 208 | 22,0 23,3 1,6 3,5 0,06 0,11 50 2 16
24 228 | 24,0 25,6 1,8 3,5 0,06 0,11 50 2 18
27 25,1 27,0 28,9 2,5 5,0 0,06 0,11 50 2 20
30 28 30 32 4 8 0,06 0,11 40 2 22
33 31 33 35 5 10 0,06 0,11 40 2 24
36 34 36 38 6 11 0,06 0,11 30 2 27
39 37 39 41 7 14 0,06 0,11 30 2 30
43 40 43 46 10 20 0,07 0,12 30 2 33
47 44 47 50 12 25 0,07 0,12 25 2 36
51 48 51 54 14 27 0,07 0,12 25 2 39
56 52 56 60 18 35 0,07 0,12 20 2 43
62 58 62 66 20 42 0,08 0,13 20 2 47
68 64 68 72 22 44 0,08 0,13 20 2 51
75 70 75 79 25 45 0,08 0,13 20 2 56
82 77 82 87 30 65 0,08 0,13 15 2 62
91 85 91 96 40 75 0,09 0,13 15 2 68
100 94 100 106 45 90 0,09 0,13 12 2 75
110 104 110 116 65 125 0,09 0,13 12 2 82
120 114 120 127 90 170 0,09 0,13 10 2 91
130 124 130 141 100 190 0,09 0,13 10 2 | 100
150 138 150 156 150 330 0,09 0,13 8 2 | 110
160 153 160 171 180 350 0,09 0,13 8 2 | 120
180 168 180 191 210 430 0,09 0,13 5 2 {130
200 188 200 212 250 500 0,09 0,13 5 2 | 150
220 208 220 233 350 700 0,09 0,13 5 2 | 160
240 228 240 256 450 900 0,09 0,13 5 2 | 180
270 251 270 289 600 1200 0,09 0,13 5 2 | 200
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BZW 03/C..

Betrieb als Suppressordiode, T] =25°C

Typ Typ
BZW L) bei U, Ugn” | lemys | BZW " bei U Ugn | lems
03/C. | pA |~V v A 03/C. | pA v v A
7V5 | 3000 6,2 1,3 44,2 47 10 39 65,5 7.6
8v2 | 2400 6,8 12,3 40,6 51 10 43 70,8 7,0
ov1 100 7,5 133 37,6 56 10 47 78,6 6,3
10 40 8,2 14,8 34,0 62 10 51 86,5 58
11 30 9,1 157 31,8 68 10 56 94,4 53
12 20 10 17,0 294 75 10 62 | 1035 48
13 10 1 18,9 264 82 10 68 | 114 43
15 10 12 20,9 239 91 10 75 | 126 39
16 10 13 22,9 21,8 | 100 10 82 | 139 3,6
18 10 15 256 195 { 110 10 91 152 33
20 10 16 284 176 | 120 10 100 | 167 3,0
22 10 18 31,0 16,1 ] 130 10 110 | 185 2,7
24 10 | 20 33,8 148 | 150 10 120 | 204 2,4
27 10 | 22 38,1 131 | 160 10 130 | 224 2,2
30 10 | 24 422 11,8 | 180 10 150 | 249 2,0
33 10 27 46,2 108 | 200 10 160 | 276 1.8
36 10 | 30 50,1 100 | 220 10 180 | 305 16
39 10 33 54,1 92 | 240 10 200 | 336 15
43 10 36 60,7 82 | 270 10 220 | 380 13

" Ruhe-Sperrspannung = Speisespannung des zu schiitzenden Gerates

2 expotentiell abklingende Impulse mit t, =500 s fiir Abfall auf 37%
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BZW 03/C..
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Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstirke:1,5mm
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BZW 03/D..

Silizium-Z-Dioden

Anwendungen: Zur Stabilisierung von Verbraucherspannungen und
als Suppressor-Dioden zur Uberspannungsspitzenbegrenzng

Besondere Merkmale:
@ Hermetische Glaspassivierung

Abmessungen in mm

Kathode 24,5 2135
Sinterglasgehause
SOD 64
26 46 26— . Gewicht max. 1,0 g

1108

Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten
Verlustleistung Fig. 1,2
I=10mm, T =25°C P, 6,0
Tomp=45°C P, 1,85
Periodische Spitzenverlustleistung Poem 20 w
StoBverlustleistung
t,= 100 ps, Ti= 25°C Paom 1000 w
Sperrschichttemperatur TJ 175 °C
Lagerungstemperaturbereich Ty o -65...+175 °&
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung Fig. 1 Ripua 70 K/W
7, = konstant, /=25 mm Fig. 1,2 Rinua 30 K/W
KenngroBen
Tl. =25°C
DurchlaBspannung
=1A U 1,2 Vv

T1.2/837.1084 D1
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BZW 03/D..

Betrieb als Z-Diode, T,=25°C

Typ U, T und TKyz bei I, lg bei U
+10%
BZW 03/C.. \ ~ Q %/K mA | pA \"
Typ. Typ. Max. Min. Max. Max.
7V5 7,5 0,7 1,5 0 0,07 175 | 1500 5,3,
8v2 8,2 0,8 1,5 0,03 0,08 150 | 1200 58 |
V1 9,1 0,9 2,0 0,03 0,08 150 40 6,5
10 10,0 1,0 2,0 0,05 0,09 125 20 7.1
1 11,0 1.1 2,5 0,05 0,10 125 15 7.9
12 12,0 1,1 2,5 0,05 0,10 100 10 8,6
13 13,0 1,2 2,5 0,05 0,10 100 4 9,3
15 15,0 1,2 2,5 0,05 0,10 75 2 10,6
16 16,0 1,3 2,5 0,06 0,11 75 2 11,6
18 18,0 1,3 2,5 0,06 0,11 65 2 12,6
20 20,0 1,5 3,0 0,06 0,11 65 2 14,4
22 22,0 1,6 3,5 0,06 0,11 50 2 15,8
24 24,0 1,8 3,5 0,06 0,11 50 2 17,2
27 27,0 2,5 5,0 0,06 0,11 50 2 19,4
30 30 4 8 0,06 0,11 40 2 21,5
33 33 5 10 0,06 0,11 40 2 23,5
36 36 6 1 0,06 0,11 30 2 25,8
39 39 7 14 0,06 0,11 30 2 28
43 43 10 20 0,07 0,12 30 2 31
47 a7 12 25 0,07 0,12 25 2 33,5
51 51 14 27 0,07 0,12 25 2 36,5
56 56 18 35 0,07 0,12 20 2 40
62 62 20 42 0,08 0,13 20 2 44,5
68 68 22 44 0,08 0,13 20 2 49
75 75 25 45 0,08 0,13 20 2 54
82 82 30 65 0,08 0,13 15 2 59
91 91 40 75 0,09 0,13 15 2 65
100 100 45 90 0,09 0,13 12 2 71
110 110 65 125 0,09 0,13 12 2 79
120 120 90 170 0,09 0,13 10 2 86
130 130 100 190 0,09 0,13 10 2 93
150 150 150 330 0,09 0,13 8 2 106
160 160 180 350 0,09 0,13 8 2 116
180 180 210 430 0,09 0,13 5 2 126
200 200 250 500 0,09 0,13 5 2 144
220 220 350 700 0,09 0,13 5 2 158
240 240 450 900 0,09 0,13 5 2 172
270 270 600 1200 0,09 0,13 5 2 194
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BZW 03/D..

Betrieb als Suppressordiode, 7] =25°C

Typ Typ
BZW R bei U Ugn? | lemys f BZW " bei  Ug Uen” | lems
03D. | pA |~V v A 03/D. | pA v v A
7V5 | 3000 5.8 1,7 44,2 47 10 36,5 66,7 7,6
8v2 | 2400 6,5 12,6 40,6 51 10 40 73 7,0
V1 100 7.1 13,6 37,6 56 10 44,5 80,2 6,3
10 40 79 15,2 34,0 62 10 49 88,7 58
1" 30 8,6 16,2 31,8 68 10 54 97,2 5,3
12 20 9.3 17,5 29,4 75 10 59 107 48
13 10 10,6 191 26,4 82 10 65 117 43
15 10 116 21,8 239 91 10 71 130 3,9
16 10 12,6 234 21,8 | 100 10 79 143 3,6
18 10 14,4 26,3 195 | 110 10 86 157 33
20 10 158 29,2 176 | 120 10 93 172 3,0
22 10 17,2 32 16,1 ] 130 10 106 187 2,7
24 10 19,4 34,6 14,8 | 150 10 116 213 2,4
27 10 | 215 39 131 | 160 10 126 229 22
30 10 235 43,2 118 | 180 10 144 256 2,0
33 10 258 47 108 ] 200 10 158 284 18
36 10 28 51,7 100 | 220 10 172 314 16
39 10 31 56 92 ] 240 10 194 344 1,5
43 10 335 62 82 | 270 10 215 388 13

") Ruhe-Sperrspannung = Speisespannung des zu schitzenden Gerates
2 expotentiell abklingende Impulse mit tp = 500 ps fur Abfall auf 37%
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BZW 03/D..

Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstirke:1,5mm
R‘hJAs 70 K/W
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<@> BZX 71/C...
Silizium-Planar-Z-Dioden zur Spannungsstabilisierung.
Silicon planar Z-diodes for voltage stabilization.

-

Abmessungen - Dimensions
MaBe in mm

KATHODE 1.9 8051

e ]
e 31— ol 39+ } Normgehéause
6818 DIN 53A2
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 0,15g

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Verlustleistung Pv 400 mw
tamb g 55°C

Sperrschichttemperatur tj 175 °C
__ -agerungstemperatur tstg ~65...+200 °C

AEG-TELEFUNKEN

B 220673
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BZX 71/C...

? 731340 Tk ? 731341 ™
Py _ RthjA
tomp=25°C
400 "
mwW 300
°Cclw -1
1
300 \
y. i
1220mm| Y 1= 4mm 200 —
2 ' 1
00 \
100 ‘L
100 \
[N
(o] 50 100 150°C 2 3 10 14 18 mm
tamb—" | —
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BZX 71/C...

Min. Typ. Max.
Warmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung | = 4mm RihJA 210 °C/W
I =20mm RthJA 300 °C/W
KenngréBen - Characteristics
Umgebungstemperatur tymp = 25°C, falls nicht anders angegeben
f 1R <100 AA, typp = 25°C
Typ D) =u; Mmoo i‘glmn b -1 If = lll;n w|E Wb F:::=1so°c
I7=5mh | l7=1mA bei Ug
v mv/°¢ mA Q Q v ]
BZX71/C5V1 | 48. 54| O <74 65 550 | <10 1
BZX71/C5V6 | 53. 60| 2 <66 25 250 | £10 1
BZX71/C6V2 | 58. 66 | 35 <60 15 150 | 10 2
BZX71/C6V8 | 64. 72| 45 <55 15 60 |[=10 3
BZX71/C7V5 | 71.79 ]| 5 <50 15 60 | =11 45
BZX71/c8V2 | 77. 87| 55 <46 15 60 [ <11 6
BZX71/C9V1 | 85.96| 6 | <41 15 80 =11 7
BZX 71/C 10 94.106 | 65 <387 15 80 | <11 7.5
BZX 71/C 11 104.116 | 7 20 100, | =12 85
BZX 71/C 12 11,4.127 | 75 £31 25 100 | <12 9
BZX 71/C 13 125.140 | 8 <28 30 120 |12 10
I 71/C15 138.155 | 85 <25 35 120 | £1,35 11
BZX 71/C 16 153.170 | 85 <23 40 150 | £1,35 12
BZX 71/C 18 168.190 | 9 <20 45 170 | €135 14
BZX 71/C 20 188.210 | 9 <18 50 200 | <15 15
BZX 71/C 22 20,8.230| 95 <17 55 220 | £15 17
BZX 71/C 24 228.256 | 95 <15 80 220 |15 18

AEG-TELEFUNKEN
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BZX 71/C...
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BZX 71/C...
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BZX 85/C...

Silizium-Epitaxial-Planar-Z-Dioden
Anwendung: Spannungsstabilisierung

Besondere Merkmale: )

@ Scharfer Abbruch der Sperrkennlinie ® Geringes Rauschen
® Kleiner Sperrstrom @ Mit engeren Toleranzen lieferbar
@ Sehr groBe Stabilitat
® ® Auch als ,Gutebestétigtes Bauelement” nach
GfW H 0000 als HIREL-Bauelement DZ 111 lieferbar

Abmessungen in mm

Kathode 22,5 ¢ 085 Normgehé&use
\ \ 51 A2 DIN 41880

I JEDEC DO 41
26 41 26 Gewicht max. 0,3 g

14

Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten

Verlustleistung

I=4mm, T =25°C ‘ P, 1.3 w
Sperrschichttemperatur
bis C 75 ti 175 °C
ab C 82 t, 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Ta . -65....+175 °C
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung
/=4 mm,T_= konstant Rya 110 K/wW
KenngréBen
Tj =25 °C, falls nicht anders angegeben
DurchlaBspannung
le=200 mA Ue 1 "

(Fortsetzung siehe Seite 156)

T1.2/857.0185 D1
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BZX 85/C...

Typ Uznom|lzr fOr Uy und 1 | or bei by, Iy bei Uy K,
\ mA V' Q Q mA HA \' %K
BZX 85/C2V 727 80 J25.29 <20 <400 1 <150] 1 -0,08...-0,05
BZX85/C3V0[3,0 (80 [28.32 <20 <400 1 <100{ 1 -0,08...-0,05
BZX 85/C3V 33,3 80 [3,1.35 <20 <400 1 <40 | 1 -0,08...-0,05
BZX 85/C3V6]13,6 70 |3,4.3,8 <20 <500 1 <20 | 1 -0,08...-0,05
BZX 85/C3V9139 |60 |3,7.4,1 <15 <500 1 <10 | 1 -0,07...-0,02
BZX85/C4V3|43 |50 |4,0.46 <13 <500 1 <3 1 -0,07...-0,01
BZX85/C4V 7|47 |45 |4,4.50 <13 <500 1 <3 1 -0,03...+0,04
BZX 85/C5V 1 (5,1 45 148.54 <10 <500 1 <1 1,5 -0,01...4+0,04
BZX 85/C5V 6 (5,6 45 |52..6,0 <7 <400 1 <1 2 0..4+0,045
BZX85/C6V2]6,2 (35 |58.66 <4 <300 1 <1 3 +0,01...+0,055
BZX85/C6Vv8|68 |35 |64.72 <3,5 <300 1 <1 4 +0,015...+0,06
BZX 85/C7V5]|75 35 17,0.79 <3 <200 0,5 <1 4,5 +0,02...+0,065
BZX85/C8Vv2[82 [25 |7,7.87 <5 <200 0,5 <1 6,2 0,03...0,07
BZX 85/C9V1(9,1 25 |85.96 <5 <200 0,5 <1 6,8 0,035...0,075
BZX 85/C 10 10 25 [9,4..10,6 <7 <200 0,5 <05 | 75 0,04...0,08
BZX 85/C 11 11 20 |[104.116 | <8 <300 0,5 <05 | 8,2 0,045...0,08
BZX 85/C 12 12 20 [11,4.127 | <9 <350 0,5 <05 | 9.1 0,045...0,085
BZX 85/C 13 13 20 [12,4..141 | <10 <400 0,5 <05 | 10 0,05...0,085
BZX 85/C 15 15 15 [13,8..156 | <15 <500 0,5 <0,5 | 11 0,055...0,09
BZX 85/C 16 16 15 ]153..171 | <15 <500 0,5 <05 | 12 0,055...0,09
BZX 85/C 18 18 15 [16,8..19,1 | <20 <500 0,5 <05 | 13 0,06...0,09
BZX 85/C 20 20 10 ]18,8..212 | <24 <600 0,5 <0,5 | 15 0,06...0,09
BZX 85/C 22 22 10 120,8..233 | <25 <600 0,5 <05 | 16 0,06...0,095
BZX 85/C 24 24 10 [228..256 .| <25 <600 0,5 <05 | 18 0,06...0,095
BZX 85/C 27 27 8 25,1..289 | <30 <750 0,25 <05 | 20 0,06...0,095
BZX 85/C 30 30 8 28..32 <30 <1000 | 0,25 <0,5 | 22 0,06...0,095
BZX 85/C 33 33 8 31..35 <35 <1000 | 0,25 <0,5 | 24 0,06...0,095
BZX 85/C 36 36 8 34..38 <40 <1000 | 0,25 <05 | 27 0,06...0,095
BZX 85/C 39 39 6 37..41 <50 <1000 | 0,25 <05 | 30 0,06...0,095
BZX 85/C 43 43 6 40...46 <50 <1000 | 0,25 <0,5 | 33 0,06...0,095
BZX 85/C 47 47 4 44..50 <90 <1500 | 0,25 <0,5 | 36 0,06...0,095
BZX 85/C 51 51 4 48..54 <115 <1500 | 0,25 <0,5 | 39 0,06...0,095
BZX 85/C 56 56 4 52...60 <120 <2000 | 0,25 <0,5 | 43 0,06...0,095
BZX 85/C 62 62 4 58...66 <125 <2000 | 0,25 <05 | 47 0,06...0,095
BZX 85/C 68 68 4 64..72 <130 <2000 | 0,25 <0,5 | 51 0,06...0,095
BZX 85/C 75 75 4 70..79 <135 <2000 | 0,25 <0,5 | 56 0,06...0,095
BZX 85/C 82 82 2,7 |77.87 <200 <3000 | 0,25 <0,5 | 62 0,07..0,10
BZX 85/C 91 91 2,7 |85..96 <250 <3000 | 0,25 <05 | 68 0,07..0,10
BZX 85/C 100 |100 |2,7 |94..106 <350 <3000 | 0,25 <05 | 75 0,07..0,11
BZX 85/C 110 |110 [2,7 1104..116 <450 <4000 | 0,25 <0,5 | 82 0,07..0,11
BZX 85/C 120 |120 |2 114..127 <550 <4500 | 0,25 <05 | 9 0,07...0,11
BZX 85/C 130 |130 |2 124..141 <700 <5000 | 0,25 <0,5| 100 | 0,07..0,11
BZX 85/C 150 |150 |2 138...156 <1000 | <6000 | 0,25 <0,5| 110 | 0,07..0,11
BZX 85/C 160 |160 |15 |153..171 <1100 | <6500 | 0,25 <0,5 | 120 | 0,07..0,11
BZX 85/C 180 |180 |1,5 |168..191 <1200 | <7000 | 0,25 <0,5| 130 | 0,07..0,11
BZX 85/C 200 200 [1,5 |188..212 <1500 | <8000 | 0,25 <0,5| 150 0,07...0,11
" t% = 100 ms engere Toleranzen auf Anfrage 2 bei T,=150°C
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BZX 85/C...
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BZX 85/C...
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TELEFUNKEN

[BZY14...BZY 21 |

Silizium-Leistungs-Zener-Dioden

eBwerte

Vorldufige technische Daten

100X 100X2 mm Aluminium

bei Umgebungstemperatur  tomp = 25°C
Durchbruchs- Differentieller
spannung Durchbruchswiderstand
Type
Uz[V]£10% Rzqint [Q]
1z = 50 mA Iz = 50 mA
BZY 14 56 1 <32
BZY 15 68 11 <35
BZY 16 82 12 < 4
BZY 17 10 2<5
BZY 18 12 4 <12
BZY 19 15 7 <18
BZY 20 18 12 < 40
BZY 21 22 20 < 70
- Durchlafispannung Ud (la = 100 mA) 08 < 1 V
’ Sperrstrom
BZY 14...15 —ld (=Ua =1V) <05 WA
BZY 16...21 —lg (—Ug =1V) <01 A
: hermischer Widerstand
etrieb in ruhender Luft Rtherm < 026 °C/mW
it Kiihiblech Rtherm < 003 °C/mw




[ezvia..szvn)] TELEFUNKEN

Grenzwerte
Durchbruchstrom Iz 500 mA
Pd
bzw. Iz _<
Uz
Verlustleistung bei taqmb = 45°C
Betrieb in ruhender Luft P4 0,4 W
mit Kihlblech P4 3,5 wW
100X100X2 mm Aluminium
Sperrschichttemperatur t 150 °C
max. Abmessungen
Y55
< 4
L M3 Kathode
\ il
5 ) 5% j
- P

Gewicht: max. 1 g
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8 BZY 85/B...- BZY 85/C...

Silizium-Z-Dioden fiir die Erzeugung stabilisierter Bezugsspannungen
und zur Spannungsstabilisierung bei kleinen Z-Strémen.

Silicon Z-diodes for stabilizing voltages and generating
reference voltages.

Abmessungen - Dimensions
~.aBe in mm

KATHODE

Normgehéause
DIN 51A2
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,3.g
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Z-Strom Iz Pv/Uz
Z-Spitzenstrom izm 250 mA
NurchlaBspitzenstrom IFm 300 mA
— erlustleistung Pv 400 mwW

tamb S 25°C ‘

Sperrschichttemperatur § 150 °C
Lagerungstemperatur tsig -55..+125 °C

AEG-TELEFUNKEN
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BZY 85/B... - BZY 85/C...

713690 ™

<& —

P o

l,

o 50 100 150°C
tamb—"

Warmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung

KenngréBen - Characteristics
Umgebungstemperatur t,,,, = 25°C

DurchlaBspannung
IF = 100 mA
Sperrstrom
Ur=1V BZY 85/B6V 8...33
BZY 85/C 6V 8...33

*) AQL = 0,65%

440
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T 731277 W
Rthia
400 %
‘CIwW 4
A
/
/
4
[ I 1 —
N
300 t =25°C
I
|
[
200
0 10 20mm
| —»
Min. Typ. Max.
Rina 310 °C/W
Ur*) 0,8 1
Ir*) 100 nA
Ir*) 100 nA




BZY 85/B... - BZY 85/C...

Iz = 5mA TK URmin )
Typ Uz*)1) Uz*)1) rzi*) vonUz |Ig=1pA
2% Toleranz | 5% Toleranz
Vv v 0 %/°C v
BZY85/B2V 7 | 264.. 2,76 70<80 | -0075 -
ca2v7 25.29 | 70<80 | -0075 -
¥ 85/B 3 2,94.. 3,06 70<80 | -007 -
~ c3 28.32 | 70<80 | -007 -
BZY 85/B3V 3 | 324.. 3,36 70<80 | —-0,065 -
c3Vvs3 31.35 | 70<80 | -0,065 -
BZY85/B3V 6 | 352. 368 70<80 | -0,06 -
c3Ve 34..38 | 70<80 | -0,06 -
BZY85/B3V 9 | 382.. 398 60<80 | —0055 -
c3Vvo 37.41 | 60<80 | —0055 -
BZY85/B4V 3 | 422 438 55<75 | —0,045 -
cav3 40. 46 | 55<75 | —0,045 -
BZYS85/BA4V 7T | 46 .. 48 50<70 | -0,035 12)
cavzy 44. 50 | s0<70 | -0035 12)
BZY85/B5V1 | 50 .. 52 43<65 | -0,025 12)
c5V1 48. 54 | 43<65 | -0025 12)
BZY 85/B5V 6 | 548.. 572 32<55 | —0003 12)
C5V6 52.60 | 32<55 | —0003 12)
F "85/B6V 2| 608. 632 16<35 | +0,015 12)
—  cev2 58. 66 | 16<35 | +0,015 12)
BZY 85/B6V 8 | 6,66.. 694 45< 8 | +003 15
cevs 64.72 | 45< 8 | +003 15
BZY85/B7V5 | 7,35.. 7.65 20< 7 | +004 15
C7VS5 70.79 | 20< 7 | +004 15
BZY 85/B8V 2 | 804.. 836 28< 7 | +0047 3
c8v2 77..87 | 28< 7 | +0047 3
BZY85/BOV 1| 892. 928 47<10 | +0,054 3
covi 85. 96 | 47<10 | +0054 3

t
*)AQL = 065% 1) T" =001 tp < 100ms  2)bei g = 0,5pA
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BZY 85/B... - BZY 85/C...

Iz =5mA K URmin ")
Typ Uz"? Uz*)1) j *) von Uz IR =1pA
2% Toleranz | 5% Toleranz
\) \'} Q %/°C v
BZY 85/B 10 9,8 ..10,2 70<15 +0,059 45
C10 9,4.10,6 70<15 +0,059 45
BZY 85/B 11 10,78..11,22 10,5<20 +0,063 4.5
c11 104.116 | 105<20 +0,063 45—~
BZY 85/B 12 11,75..12,25 15<25 +0,066 6,5
c12 11,4..12,7 15<25 | 40,066 6,5
BZY 85/B 13 12,72..13,28 20< 30 +0,068 6,5
c13 12,5.14,0 20< 30 +0,068 6,5
BZY 85/B 15 147 .153 25< 35 +0,070 9,5
c15 138..15,5 25< 35 +0,070 9,5
BZY 85/B 16 15,7 ..16,3 30<40 +0,071 9,5
C 16 15,3..17,0 30<40 +0,071 9,5
BZY 85/B 18 17,62..18,38 35<45 +0,072 9,5
c1is8 16,8..19,0 35 <45 +0,072 9,5
BZY85/B20 |196 .204 40<50 | +0,073 95
C 20 18,8..21,0 40<50 +0,073 9,5
BZY 85/B 22 21,65..22,45 45 <55 +0,074 110
C 22 20,8..23,0 45 < 55 +0,074 110
BZY 85/B 24 23,5 ..245 <80 +0,074 12,0
Cc24 22,8..25,6 <80 +0,074 12,0—
BZY 85/B 27 26,4 ..27,6 <80 +0,074 14
C 27 25,4.28,6 <80 +0,074 14
BZY 85/B 30 29,4 .30,6 <80 +0,074 14
C 30 28,4.31,6 <80 +0,074 14
BZY 85/B 33 32,4 .33,6 < 80 +0,074 17
Cc33 31,3..34,5 < 80 +0,074 17
*) AQL = 0,65% 1)? =001, tp < 100ms
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BZY 85/B... - BZY 85/C...
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BZY 85/B... - BZY 85/C...
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